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’électronique pour la conversion

B FRENCHDIAM

Vers une filiéere Diamant Frangaise pour I'électronique de

puissance
David Eon, Cédric Masante, Karine Isoird

Obijectif

Démontrer l'importance du diamant dans I'électronique de puissance en utilisant les connaissances
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frangaises.

Deux objets au-deld de I'état de I'art sont envisagés :

* un transistor vertical (JFET) axé sur la tenue en tension tout en maintenant un courant raisonnable

* une cellule de commutation monolithique en diamant visant & répondre & des objectifs de
commande, de dissipation thermique et de rapidité des commutations
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Transistor vertical haute tension Cellule de commutation monolithique
BV > 3 kV (80% efficacité terminaisons périphériques) BV > 1 kV dv/dt >100 V/ns
Ron-S < 102 ohm.cm? 1>1A di/dt >10 A/ns

De la synthése du matériau a I'électronique de commande des
transistors diamants
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Elaboration et validation Augmentation de la Optimisation de Développement et validation
d’une méthodologie TCAD taille (2x2 cm?) et du paramétres d'épitaxie d'une protection périphérique
pour la simulation dopage des substrats pour des couches de avec une efficacité > 80%
multiphysique des diamant dopées p et n
composants Standardisation de procédés de

fabrication : gravure séche,
/ préparations de surface, dépdts de

diélectriques, contacts ohmiques et

métallisations épaisses

. . . . Développement d'une électronique Sl -
Rédaction d’une feuille de route basée sur PP ) a Caractérisations
de commande adaptée pour une

les développements du projet et I'état de 4 i
A fin d - commutation & forts di/dt et dV/dt electrothermlqu‘es de
art en fin de projet composants en diamant
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